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Litografia por Holografia

(a) 3

= Aplicacdo imediata em 2 \’ a
cristais fotonicos .
(Scheneider, 2004) photocssiss /
* Redes fabricadas em filmes de Al i

* Posicgao relativa das trés redes para
gerar o padrao de interferéncia

* Exposicao laser Nd:YAG (355nm)

« Estruturas (4x108) resultantes no
resiste sobre a superficie
(LFE = 25x108)

* Excelente resolugao e
profundidade de foco
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Litografia por Holografia

= Combinacdo com litografia por feixe de elétrons...

*Adicionar estruturas com
geometrias especificas

*Guias de Onda
*Ressonadores
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Lift-off

Umida / Corroséao \ Seca
metal
substrato

metal

= Processo Tradicional = Lift-off

ot resiste 2

Deposicdes de metal Deposigdes N
metal e resiste substrato R strato
l resiste 2
Escrita Direta .

.. resiste .

Exposicdo do metal resiste 2
resiste substrato Revelagdo 1 substrato

- resiste 2

Revelacédo do il

resiste SR Revelagao 2 substrato

Deposicao
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Lift-off
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Lift-off e evaporacao inclinada
(com sombras)

Vista de Topo:

Resiste Evaporacao:

SET Nb/AIO,/Nb
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Resolugdo =0,611 /q
DOF =1 M*/2q*

Processos de Mascara Embutida (BIM)

= Sililacao

resiste 2
Deposicao
P ¢ substrato

resiste 2

Escrita Direta ey

Sililagao u ; y
resiste 2

substrato lamTRlEkY ZROE4 2242-00

N resiste 2
Revelacado Seca

substrato
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Nanoimpressao (nanocarimbos)

= Nanoimpressao € um tipo de impressao por contato
onde as geometrias sao geradas por
deformacéao/transformacéao fisica ao invés de reacdes
fotoquimicas

- Potencial
= Produtividade
= Resolucéao

- Dificuldades
- Defeitos

= Pouca capacidade de alinhamento
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Nanoimpressao por Microcontato

Producéo do Molde/Estampo
Impresséo por Microcontato (uCP)
l fatricate and silanize mastar

7 510, 8i: N, mefals,
-1 photoresists, or wax

j pour POMS prepolymer aver master

FDMS

l curs, pesl off PDMS

PDMS |
1 — 1 —Eh
- ] ke g - ¥

PDMS — Poly(DiMethy|Siloxana) SAM — Monocamada Autoorganizada HDT - HexaDecanoThiol

P
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Nanoimpressao por

Microcontato

Moldagem de Réplicas

A) REM =50 nm
-—

PDMS

1 mold prepohmer

1

PDOME

l cure, pool off
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Moldagem por Microtransferéncia

prepohmer
PDMS

remevE BHEESS
prepolyrmer

S|
place on the suppEan

5

J, cure, remeve mold

B) (tT™

] &

residual film

2015

Nanoimpressao por

Microcontato

Micromoldagem Capilar

C) MIMIC

e
place a drop of
1 arepolymer
&t e and

Hill ehanneis by
cagillary action

# cure, MemoWe Mold

——

g
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Micromoldagem assistida por Solvente

D) SAMIM FOMS mald

WG
liquid

# remeve mold

ﬂ?—-— suppart
residual filrm

2015
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Litografia por Nanoimpressao (NIL)

Fabricagao do Molde Separacio
'_l_l_lml_l_l_|
* ¥ #
— e—  e— e—
Cobartura com rasiste I o e T
su besiratn

H

Impress o Transferéncia do Tracado
Jalta pressac o bemperatura )

L) + +
--

Prooesso a alta temperatura

e alta pressao

I
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Resultados por Nanoimpressao

Estruturas 3D

Linhas de 50nm
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Litografia de Impressao por Passo e Flash
(SFIL)

| ] — Processo a baixa pressao
& baixa temperatura

Exiam
oy o g T
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Nanoimpressao

SFIL (Resnick, 2003)

30 nm three-tiered structure

o
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As trés Técnicas Principais de Nanoimpressao

HCP: Whitesides NIL: Chou SFIL: Willson
Elastomer stamp: Rigid template: Quartz, Si, etc. UV transparent template: Quartz
coated with SAM (Thiol) ink coated with release layer coated with release layer

Substrate coated with thin Au layer Spin coat thermopolymer Dispense UV curable monomer
2 pl 2 2
-

v v +

Transfer ink from stamp to Au  Imprint at elevated temp and pressure Flood UV exposure

Remove stamp, wet etch Au Remove template, breakthrough Remove template, breakthrough
and pattem transfer etch and pattem transfer etch and pattern transfer
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Litografia por Varredura de Sonda

= AFM, STM (Eigler, 1990)

- Arraste

- Exposicao

on -

- Dip-pen

(Mikin, 1999)
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FTRAMIDAL TIF
of an anomis foros misr-
wcope [AFN] & comad with
b film of thlal b ules
A minute deop efwater
Eandenses barween the
micrascope’s tip and & goid surface
The thiols migrate fram the 2 1e 1he suriece,
whare thay ferm a self-assemaled monolsgar.

T srasseunn
NOKDLATER

y &
TSP @ Prof. A.C. Seabra Processos Avancados de Microeletrénica 2015 16






